
RFP관리번호 2026-지역자율R&D-반도체-4 공모유형 분야공모형

사업명 중부권 4극3특 지역자율 R&D 사업 - 반도체
기술분야 차세대 공정 및 소자 기술 (딥테크 지역확산)

RFP명 모놀리식 3D 적층형 저온 공정·장비 및 AI 기반 지능형 공정·검사 플랫폼 개발

1. 추진배경

ㅇ 사업추진 배경 

  - 기존 반도체 미세화는 선폭 축소 중심으로 진행되어 왔으나, 차세대 반도체는 소자·기능을 수

직으로 적층하는 3D 소자 및 3D IC 방향으로 전환되고 있으며, 3D IC 경우 하부 IC 소자 손상

을 막는 저온 공정, 적층 결함 검사, 수율 제어가 핵심 병목으로 부상하고 있음  

  - 이에 저온 적층 공정·장비와 AI 기반 지능형 제조·검사 기술을 확보하고, 중부권 공용팹·소부

장 기업을 기반으로 사업화 모델을 만들 필요가 있음  

ㅇ 제안의 주안점  

  - 본 과제는 ‘저온 적층 공정·장비 및 AI 기반 제조·검사 플랫폼의 개발과 사업화’를 지향하며, 

제안 기관은 최종 목표 달성을 위한 자신의 기술·접근을 자유롭게 구성하여 제안할 수 있음 

  - 성능·성과는 실제 공정·측정 데이터로 입증하고, 제안 기술의 사업화(제품화·기술이전 등) 

가능성을 함께 제시하여야 함

2. 연구개발목표 

ㅇ 최종 목표 : 3D 적층 소자 구현에 필요한 저온 적층 공정·장비 및 AI 기반 지능형 

             제조·검사 플랫폼을 개발하고, 중부권 공용팹·소부장 기반 사업화 가능성을 실증함 

ㅇ 단계별 목표

    
ㅇ 기술개발 범위

① 저온 적층 공정 및 장비·핵심 모듈 

② 적층 공정 최적화 및 공정 조건(POR) 확보 

③ AI 기반 지능형 제조·가상 계측 

④ 적층 소자 검사·측정 및 정밀 진단

※ 최종목표 달성을 위해 참고로 제시하는 개요 수준의 범위이며, 제안자는 이에 한정되지 않고 여기에

명시되지 않은 기술·접근이라도 최종목표에 부합하면 자율적으로 제안할 수 있음 

※ 선정평가는 제시된 세부 항목의 개별 이행 여부가 아닌, 최종목표 부합성·기술적 도전성·사업화 가능성을

종합적으로 평가함 

1단계(’26.10~’28)
저온 적층 공정·장비의 핵심 요소 개발 및 공정 검증(공용팹 활용 웨이퍼 샘플 포함), 

AI 기반 제조·검사 기술의 초기 구축 

2단계(’29~’30) 통합 플랫폼 수준으로 고도화·실증하고, 사업화(제품화·기술이전 등) 연계 성과 창출



3. 성과목표

  

필

수

1단계

(’26.10~’28)

기술적 성과 제안 범위 핵심기술의 초기 개발·공정 검증 결과 확보 1건 이상

경제적 성과 수요기업 연계(관심기업 확보 또는 공동개발 협의 등) 1건 이상 

2단계

(’29~’30)

기술적 성과 저온 적층 공정·장비 및 AI제조·검사 통합 플랫폼 실증 1건 이상

경제적 성과 사업화 성과(기술이전·매출·창업 중 하나) 1건 이상 

자

율

1단계

(’26.10~’28)

과학적 성과 SCIE(상위 저널) 논문·SMART 특허 등 자율 제시 

기술적 성과
공정·성능 정량지표(공정온도, 막두께 균일도, 결함 검출율, 수율 

예측 정화도 등) 하한값 이상 자율제시 

2단계

(’29~’30)

기술적 성과 통합 플랫폼 정량 성능지표 자율제시 

경제적 성과 기술료·투자유치·후속연계 등 자율제시 

※ 본 지표는 최소 요구수준이며, 제안기관은 이를 상회하는 목표치를 제시할 수 있음

4. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : (시범사업) 2026.10.01.~2027.03.31. 

  ※ 본사업(2027.01.01.~2030.12.31. 예정)은 시범사업 성과평가 결과 및 본사업 예산 확보 여부에 따라 

     지원여부·기간·연구비를 확정함

  ※ 단계구분(1단계 ‘26-’28, 2단계 ‘29-’30)은 전체 연구 로드맵 기준임  

ㅇ 정부지원연구개발비 : 총 33억 원 내외(전체 사업기간 기준)

  ※ 시범사업 : 2억, 본사업 이후 금액은 미정 

ㅇ 선정 과제 수 : 3개 내외

ㅇ 과제형태 : (일반)연구개발과제

ㅇ 주관연구개발기관 : 중부권(대전·세종·충남·충북)에 소재한 기업   

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

5. 특기사항

ㅇ (주관기관 요건) 주관연구개발기관은 중부권에 소재한 반도체 소재·부품·장비 중소 또는 

중견기업(창업기업 포함, 대기업 제외)이어야 하며, 다음을 충족하여야 함 

  - 최근 3년 내 반도체 공정 장비·부품 또는 공정·검사 관련 제작·납품 또는 사업화 실적 보유  

  - 사업화 계획(목표 고객·사업화 방안 등)을 제안서에 제시  

  - 소재지 입증서류(법인등기부, 기업부설연구소 인정서 등)을 제출하여야 하며, 소재지는 본사 또는 

기업부설연구소 소재지를 기준으로 함

ㅇ (수행 구성) 컨소시엄 구성은 필수가 아니며 주관연구개발기관이 단독으로 신청할 수 있음. 

다만, 필요한 경우 공동연구개발기관·위탁연구개발기관을 자율적으로 구성할 수 있음 

ㅇ (공용팹 활용) 공용팹을 활용한 웨이퍼 샘플 제작·공정 검증 계획을 제안서에 제시할 수 



있음 

ㅇ (데이터 요건) AI 관련 성능지표는 본 과제에서 확보한 공정·계측 실데이터로 검증하여야 

하며, 학습·검증 데이터의 규모와 분할 방식을 단계평가 시 제출하여야 함 

ㅇ (중복신청 제한) 주관 및 공동연구개발기관 연구책임자는 본 분야 RFP 중 1개의 과제만 신청할 수 있음

   ※ 중복 신청 시 해당과제 모두 요건 탈락

   ※ 참여연구원, 위탁연구책임자는 중복 신청시 평가 제외하지 않으나 지양 권고

ㅇ (단계평가) 단계평가 결과에 따라 계속지원 여부를 결정하며, 연구기간 및 연구예산은 변경

   될 수 있음. 

ㅇ (성과관리) 제안서에는 「국가연구개발사업 표준성과지표(6차)」 체계에 따라 성과목표-성과지표

-측정산식-측정주기를 표로 제시하여야 함

  - ‘자율제시’ 항목은 하한값 이상의 구체적 수치와 산출근거를 반드시 명시하여야 하며, 미기재 시 

평가 시 감점 

  - 논문·특허의 건수만을 제시하는 양적 지표 중심 제안은 지양하고, 질적 성과지표(SMART 등급, 

    삼극특허, 기술수준 향상도 등)을 중심으로 제시할 것 

  - 성과 인정은 본 과제 기여율 50% 이상인 성과에 한함 

ㅇ (연구성과 등록) 11가지 유형의 연구개발성과물*은 전담기관에 등록하여야 함

  * 제품, 시설ㆍ장비, 논문, 특허 등 지식재산권, 연구보고서의 원문, 기술의 요약정보, 소프트웨어, 

   화합물(化合物), 신품종, 표준 등.

ㅇ (중복성) 유사과제를 수행 중이거나 참여하고 있는 경우 중복지원을 지양함

  - 제안서에 「차세대지능형반도체기술개발사업」, 「반도체첨단패키징선도기술개발사업」, 

    「딥테크 챌린지 프로젝트」, 등 유사 사업과의 차별성 및 연계방안을 기술하여야 함

※ 본 과제는 ‘26년 시범사업 후 본사업 전환 평가를 거치며, 연구비·지방비·기관부담연구개발비 등 

지원조건에 관한 사항은 공고문 본문에 따름 


